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16ª Aula: 
As capacitâncias de Difusão e de Depleção na junção pn

Ao final desta aula você deverá estar apto a:

-Explicar o origem da capacitância de Difusão

-Determinar o valor da capacitânica de difusão

-Incluir essas capacitânicias no modelo do diodo
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O Diodo Polarizado Diretamente
A Capacitância de Difusão
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O Diodo Polarizado Diretamente
A Capacitância de Difusão
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O Diodo Polarizado Reversamente
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O Diodo Polarizado Reversamente
A Capacitância de Junção
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O Diodo Polarizado Reversamente
(a capacitância de junção ou de depleção)
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m com  m =  1/3 a 1/2
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Na prática

O Diodo Polarizado Reversamente
(a capacitância de junção ou de depleção)
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O Diodo Polarizado Reversamente
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SIMULADORES

https://www.youtube.com/watch?v=mQnsDMMwcok&t=3s



Prof. Seabra
PSI/EPUSP

18/04/2022 13

Diodos Varactores
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Exercício

3.33 Para uma junção pn com NA = 1017/cm3 e ND = 1016/cm3 operando em T = 300 K,

determine:

(a) o valor de Cj0 por unidade de área da junção (mm2 é uma unidade conveniente) e

(b) (b) a capacitância Cj para uma tensão de polarização reversa de 2 V assumindo uma área de

junção de 2500 mm2. Considere ni = 1,5´1010/cm3, m = ½ e o valor de V0 determinado no

Exercício 3.13 (V0 = 0,728 V).
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Quando I > IS a junção se rompe:

Ruptura por Efeito Zener (< 5V): ocorre quando o campo elétrico na camada 

de depleção aumenta até quebrar ligações covalentes (pares n-p)

Ruptura por Efeito Avalanche (> 7V): ocorre quando os portadores 

minoritárioos que cruzam a região de depleção quebram as ligações 

covalentes, e podem em seguida quebrar outras ligações 

O Diodo na Região de Ruptura
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Figura 3.51 The SPICE diode model.

O Modelo para o Diodo
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E para o Zener?
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Microeletrônica – Quinta Edição    Sedra/Smith

18

Exercício 3.34 (pg 128)

3.34 Um diodo tem NA = 1017/cm3, ND = 1016/cm3, ni = 1,5 ´ 1010/cm3, 

Lp = 5mm, Ln = 10 mm, A = 2500 mm2, Dp (na região n) = 10 cm2/Vs, e  Dn (na região p) = 18 cm2/Vs.

O diodo está diretamente polarizado e conduzindo uma corrente I =0,1 mA. 

Calcule: 

(a) IS

(b) A tensão de polarização direta V

(c) A componente da corrente devida à injeção de lacunas e aquela devida à injeção de elétrons através da 

junção

(d) p e n

(e) a carga Qp do excesso de lacunas na região n e a carga Qn do excesso de elétrons na região p; e a carga 

total Q de portadores minoritários armazenada, e o tempo de trânsito T;

(f) A capacitância de difusão.

Resp. (a) 2´10-15 A; (b) 0,616 V; (c) 91,7 mA, 8,3 mA; (d) 25 ns, 55,6 ns; 

(e) 2,29 pC, 0,46 pC, 2,75 pC, 27,5 pC; (f) 110 pF
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